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Abstract 

: 
 

二维层状磁性半导体对自旋、拓扑物理基础研究及自旋电子器件应用研究可能产生重要影响
。CrX3(X=Cl, Br, I)家族是二维磁性半导体的典型代表，理论计算显示单层CrX3为铁磁半导体，其磁
各向异性以及层间磁耦合随着卤族元素而变化，该体系中丰富的物理现象已引起了学术界的极大兴趣
。本报告将系统地介绍CrX3中的隧穿磁电阻效应，包括：（一）在多层CrI3样品中实现高达10 000%的
隧穿磁电阻；（二）利用隧穿磁电阻得到了微纳尺度下反铁磁体CrCl3的磁性相图；（三）在铁磁半

导体CrBr3样品中发现隧穿电导完全由磁性半导体的磁化强度决定。以上结果表明隧穿磁电阻效应不
但可以应用在自旋电子器件上，也可以用于探测微纳尺度下二维磁性半导体的磁学性质。 
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